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1. はじめに 

 走査型電子顕微鏡を用いたSEM-EBSD法の局所方位測定では、空間分解能と方位の角度精

度を上げるに従って測定時間が長くなる傾向がある。しかしサファイア基板上に数百nm厚

で成長させたGaNの場合、サファイア基板が電子ビームによるチャージアップをおこし、長

時間測定時に測定位置がずれていってしまう課題が残っている。今回イオン液体を用いた

ドリフト抑制方法を評価したので報告する。 

2. 実験 

 複数の GaNの膜厚の試料を準備し、評価装置は日立ハイテク社製 SU-70で、加速電圧 20kV, 

試料電流 2.5nA、倍率 10,000倍、50nmステップで 12μm×9μmの領域の結晶方位のマッピ

ングを行った。。各 pixelごとに約 100msecの収集時間をかけて、1視野約 72分の測定時

間に設定した。測定試料には、イオン液体を塗布し、そのまま電子顕微鏡で観察、EBSD 測

定を行った。 

    
  

  

 

    
 

 

 

3．結果 

 イオン液体の塗布によって、長時間の SEM-EBSD法の結晶方位マッピングのドリフトを抑

制することができた。 
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